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Observation of fast quenching in scintillators using transient absorption spectroscopy 
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【はじめに】より高いシンチレーション収率を実現すべく，多様な物質系を用いたシンチレータ

開発が盛んに行われている．また，既存のシンチレータについては，現象論的なモデルと，発光

の最終段階での励起状態の帰属が進められている．一方で，これらの知見のみでは，シンチレー

ション収率のモデル化には不十分である．多くの発光中心型のシンチレータでは，発光中心の蛍

光量子収率は 100%に近い．このことは，発光中心へのエネルギー移動までに消光が生じているこ

とを強く示唆する． 

 これらのことを念頭に，我々のグループでは，

発光分光に依拠せず，過渡吸収分光を行うこと

により，発光に至らない励起状態の情報を収集

してきた．本講演では，これまでに観測対象とし

てきた酸化物およびハロゲン化物シンチレータ

について，ピコ秒オーダーの高速な消光過程の

観測を報告する． 

【実験】パルス電子線を用いた過渡吸収分光に

ついて，東京大学原子力専攻および大阪大学産

業科学研究所の測定系を用いて，ピコ秒および

ナノ秒領域での測定をそれぞれ行った． 

【結果と考察】図１に Bi4Ge3O12のピコ秒領域で

の過渡吸収時間プロファイルを示す．500 ps 以

内に，吸光度が 40%程度低下した．これは励起

状態（おそらくシンチレーションに寄与する自

己束縛励起子）の数が減少したためである．もし

この現象がシンチレーションに寄与するなら

ば，同じ時間スケールでの高速なシンチレーシ

ョンが観測されるはずであるが，そのような成

分は観測されない．即ち，この現象は消光による

ものと帰属される．図２に，ケイ酸塩系シンチレ

ータのピコ秒領域での過渡吸収時間プロファイルを示す．これらの材料でも同様に高速な消光が

観測され，その寄与はホストの組成によって異なった． 

図 1 Bi4Ge3O12のピコ秒領域での過渡吸収時

間プロファイル 

図 2 ケイ酸塩系シンチレータのピコ秒領域

での過渡吸収時間プロファイル 

第67回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2020 上智大学 四谷キャンパス)14p-PA2-1 

© 2020年 応用物理学会 02-064 2


